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Agilent revela un nue-
vo chipset revolucio-
nario para su proxima
generacion de oscilos-
copios RT con amplio
ancho de banda

Agilent Technologies Inc. ha
anunciado que su préxima gene-
racién de osciloscopios de amplio
ancho de banda contard con un
nivel revolucionario de funcionali-
dad debido al lanzamiento de un
chipset de entrada que utiliza tec-
nologia a base de fosfuro de indio
(InP). Este nuevo chipset permitira
a la empresa producir osciloscopios
con anchos de banda auténtica-
mente analdgicos superiores a 16
GHz a partir del primer semestre
de 2010.

Aquellos ingenieros que traba-
jan con enlaces de datos en serie
de alta velocidad tales como USB,
SATA o PCl Express® utilizan os-
ciloscopios para medir el jitter y
otros parametros, garantizando asi
la conformidad con los estdndares
industriales establecidos para inte-
roperabilidad de dispositivos. En los
proximos anos, a medida que las
velocidades de transmision de datos
vayan aumentando por encima de
los 8,5 Gb/s, los ingenieros necesi-
taran osciloscopios con anchos de
banda auténticamente analdgicos
superiores a 16 GHz. Ademas, la
adopciéon inminente del estandar
IEEE 803.2ba 40/100G forzard la
necesidad de unas funciones de
andlisis de sefial en tiempo real de
alta calidad y de un ancho de banda
superior a los 16 GHz.

Existen otros proveedores que
ya se precian de haber alcanzado
anchos de banda superiores utili-
zando técnicas de mejora de ancho
de banda, como el procesamiento
de sefales digitales (DSP) y el en-
trelazado de dominio de frecuencia
(a veces denominado entrelazado
de ancho de banda digital o DBI).
No obstante, la generacién de jit-
ter y ruido adicionales derivada
de la utilizacién de estas técnicas
puede afectar de manera notable
la precision de medida de un osci-
loscopio y afectar su respuesta de
frecuencia.

Las tecnologias de proceso de
silicio normalmente utilizadas en la

actualidad no permiten alcanzar an-
chos de banda auténticamente ana-
l6gicos superiores a 16 GHz. Otros
proveedores utilizan tecnologias
basadas en silicio con frecuencias de
conmutacion transistorizadas que
rondan los 100 GHz. Esta limitacion
de frecuencia presenta obstaculos
importantes a la hora de obtener
mayores anchos de banda autén-
ticamente analdgicos. La inversion
de Agilent en el proceso a base de
InP amplia las capacidades de la
ya popular tecnologfa de circuitos
integrados de la empresa a base de
InGaP HBT (transistores bipolares
de heterounién de fosfuro de indio
y galio), permitiendo asi ofrecer
funciones de alta frecuencia con
frecuencias de conmutacién tran-
sistorizadas de hasta 200 GHz. La
tecnologia a base de InP ofrece la
misma funcionalidad sin sacrificar
en lo mas minimo la fiabilidad y
calidad de fabricacion que caracte-
rizan los instrumentos producidos
por Agilent.

La tecnologia de proceso de InP
posee también unas propiedades
materiales superiores en compa-
racion con el proceso de arseniuro
de galio (GaAs) utilizado para la
generacién anterior de productos
Agilent. La tecnologia de InP ofrece
mayores velocidades pico y satu-
radas de los electrones, asi como
una mayor conductividad térmica,
menor velocidad de recombinacion
superficial y mayores campos eléc-
tricos de ruptura. Estas ventajas
permiten ampliar los anchos de
banda auténticamente analdgicos
hasta nuevos limites.

Ademads, la tecnologia de InP
proporciona las siguientes venta-
jas de medicién si se compara con
otras tecnologias actualmente dis-
ponibles:
erespuesta notablemente més pla-
na a altas frecuencias;

*mayor precision de medida gracias
al sustrato no conductivo y de bajo
ruido; y
emayor fiabilidad como conse-
cuencia de un menor consumo de
energfa.

Agilent ha implementado una
planta de fabricacién propia para
obtener el maximo control de pre-
cisién en el proceso de InP.
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